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1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306 
Nagyfeszültségű szilícium NPN planár tranzisztor 2N 3439 2N 3440 
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Tok: TO-39 
Tömeg: kb 1,59 

A kollektor a fémházzal 
össze van kötve. 

Ajánlott alkalmazás 

A 2N 3439, 2N 3440 nagyfeszültségű szilícium epitaxiális 
planár NPN tranzisztor közszükségleti és ipari fel­
használásra szolgál. Elsősorban meghajtóként alkalmaz­
ható nagyfeszültségű kis áramú inverterekben, kapcsoló és 
soros üzemú stabilizátorokban. 

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben a MEV Félvezető 
Ágazat -Fejlesztése készséggel áll felhasználóink rendel­
kezésére (Telefon: 692-800/2337). 

Schronk László 

M A X I M Á L I S H A T Á R A D A T O K J E L Ö L É S 2 N 3 4 3 9 2 N 3 4 4 0 E G Y S É G 

Kollektor-bázis feszültség VCB0 450 300 -V 

Kollektor-emitter feszültség V C E 0 350 250 V 

Emitter-bázis feszültség V E B O 7 7 V 

Kollektor egyenáram «C 1 1 A 

Bázis egyenáram >B 0,5 0,5 A 

T E L J E S TELJESÍTMENYDISSZIPAClÖ 

Tamb 5 0 ° C Ptot 1 1 W 

T c a s e 2 5 » C p tot 10 10 W 

Átmeneti hőmérséklet T i 150 150 °C 

Tárolási hőmérséklet Ts - 55. + 150 °G 

H Ó E I L E N A L L Á S 
• 

átmenet es tok között R t h j c 17,5 175 K/W 

átmenet es környezet között Rthja 150 150 K/W 
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S T A T I K U S J E L L E M Z Ő K 
T C A S E = 25°C ha máskent nincs 

mea határozva 
J E L Ö L E S 2 N 3 4 3 9 2 N 3 4 4 0 E G Y S É G 

Kollektor-bázis visszáram ( I E = 0 ) 
V C B = 360V 

V C B = 250V 

'CBO 

'CBO 

< 2 0 

< 20 

^ A 

yuA 

Kollektor-emitter visszáram O B = 0 ) 

V C E = 300V 

V C E = 2 0 0 V 

'CEO 

'CEO 

< 2 0 

< 20 

AJA 

AÍA 

Kollektor v isszáram ( V B E = - 1 , 5 V ) 

V C E = A50V 

V C E = 300 V 
'CEX 
l CEX 

< 500 

<í 500 

/uA 

yuA 

Emit ter -bázis visszáram ( l£ = 0) 
V E B = 6V 

' E B O < 20 <, 20 PA 

Tartós kollektor-emitter feszültség ( IB=0) 

l c = 5 0 m A 
v C E O (sus) >350 >250 V 

Kollektor-emitter maradék feszültség* 

l c = 5 0 m A , l B = A m A 
V C E s a t < 0,5 < Q 5 V 

Bázis-emitter maradék feszültség 
l c = 50mA , l B =4mA 

V B E s a t <1,3 < 1,3 V 

Egyenáramú áramerositési tényező * 

l c = 2 0 m A , V C £ =10V 

l c = 2mA , VC E=10V 

n 2 1 E 

h 2 1 E 

4 . . . 160 

> 3 0 

• impulzus üzem- impulzus h o s s z a = 300 yus, kitöltési tényezó < 2 V . 

D I N A M I K U S J E L L E M Z Ő K T c a s e = 2 5 ° C J E L Ö L É S 2 N 3 4 3 9 2 N 3 4 4 0 E G Y S É G 

Kisjelű áramerositési tényezó 

l c = 5mA , V C E = 1 0 V , f=1 kHz h 2 1 e > 2 5 

Kimenő kapacitás 

V C B = 10V , f = 1MHz c o b <10 pF 

Tranzitfrekvencia 

l c = 10mA , V C E = 10V , f = 5MHz f T >15 MHz 

j ^ J M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT 
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